
RB520S-40
Diode

ショットキーバリアダイオード
RB520S-40
●用途 　　●外形寸法図（Unit : mm） 　　　　●ランド寸法図(Unit : mm)

小電流整流用

●特長

1)超小型モールドタイプである。（EMD2）
2)低IRタイプ

3)高信頼性である。

●構造

シリコンエピタキシャルプレーナ型

　　　 ●回路図

●テーピング仕様（Unit : mm）

●絶対最大定格（Ta=25℃）

Symbol Unit
VRM V
VR V
Io mA

IFSM A
Tj ℃

Tstg ℃

●電気的特性（Ta=25℃）

Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions
VF - - 0.39 V IF=10mA
VF - - 0.55 V IF=100mA
IR - - 1 µA VR=10V
IR - - 10 µA VR=40V
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REVERSE VOLTAGE：VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
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IFSM DISPERSION MAP
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NUMBER OF CYCLES
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS
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FORWARD CURRENT：Io(A)
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Diode RB520S-40

Ta=25℃
VR=10V
n=30pcs

AVE:67.0nA
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AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Derating Curveﾞ(Io-Ta)
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CASE TEMPARATURE:Tc(℃)
Derating Curve(Io-Tc)
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